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6 Anhang

7 Symbolverzeichnis

α                ........                     Absorptionskoeffizient.

β ...........................................  Energieverschiebung

η ........................................................Wirkungsgrad

η ..............................   Verzerrung des Kristallgitters

η ..........................Mischungsfaktor des SPV-Profils

ρα .........................................................  Streudichte des Atoms α

α ...................................................  Polarisierbarkeit

γ ..........................................................freie Energie

ε0 ..................................... elektrische Feldkonstante

∆cf ......................................... Kristallfeldaufspaltung

∆so ....................................... Spin-Bahn-Aufspaltung

λexec ......................................Anregungswellenlänge

∆G ............................................... Gibbsche Energie

∆GV ........................................ freie Bildungsenergie

∆Hf
0 .............................................Standardenthalpie

ϕn .....................Quasi-Fermienergie der Elektronen

ϕp ........................................  Quasi-Fermienergie der Löcher

∆S .............................................................   Entropie

∆S0  .............................................. Standardentropie

[Cu(g)]/[Ga(g)] ..........Gasphasenzusammensetzung

[Cu]/[Ga] ......................... Schichtzusammensetzung

µ ............................................ chemisches Potential

µ0(T)  .............standartisiertes chemisches Potential

µM,fest .............. chemisches Potential der Festphase

µm,gas ...............chemisches Potential der Gasphase

µsub .................. chemisches Potential des Substrats

a ......................................................Gitterkonstante

A ......................................................... Atomgewicht

A .............................................................. Extinktion

A ........................................... Diodenidealitätsfaktor

c ......................................................Gitterkonstante

Cp  ............................... spezifische Wärmekapazität

d ..........................................................Schichtdicke

E0 ............................. Energie des Elektronenstrahls

EA ............................................. Aktivierungsenergie

Eg ................................................ Bandlückenenrgie

F  ....................................... Fluoreszenzüberhöhung

fα  ...................................... Atomfaktor des Atoms α

f(112) ........................................... Orientierungsfaktor

ff ............................................................... Füllfaktor

Fhkl ...................................................... Strukturfaktor

I0 ..........................................eingestrahlte Intensität

Ihkl ................ Intensität des Beugungsreflexes (h,k,l)

IT ......................................... transmittierte Intensität

J0 .................................  Sperrsättigungsstromdichte

Ja ................................Stromdichte am Arbeitspunkt

Jph ............................................... photogenerierte Stromdichte

Jsc ........................................ Kurzschlußstromdichte

k ........................................ Intensitätsverschiebung

k ............................................. Kopplungskonstante

ki ............................ Wellenvektor des Primärstrahls

ks ........................Wellenvektor des Sekundärstrahls

Leff             effektive Sammlungslänge

Lp ..................................................... Diffusionslänge

m .....................................................Steigungsfaktor

me ............................effektive Masse der Elektronen

mh ..................................effektive Masse der Löcher

n  ........................................................... Stoffmenge

N ......................................  Störstellenkonzentration

p .................................................................... Druck

P .................................................. Peaküberhöhung

Q ................................................................. Gasfluß

Qdes ...........................................Desorptionsenergie

Qλ                                          spektrale Quantenausbeute

r ....................................... Abstand des DA-Paares

RA-C ............................. Abstand der Atome A und C

RB-C ............................. Abstand der Atome B und C
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Re .................................Eindringtiefe der Elektronen

Rp ................................................Parallelwiderstand

Rs ................................................. Serienwiderstand

t ............................................................ Kontaktzeit

T ..........................................................  Temperatur

tdep ....................................................Depositionszeit

Tquelle .......................................... Quellentemperatur

Tsub ............................................ Substrattemperatur

u ..................................... Verschiebung des Anions

U ............................................................Untergrund

Va                                                      Spannung am Arbeitspunkt

Voc.................................................... offene Klemmenspannung

wa ...............................Weite der Raumladungszone

xc ........................................... mittlere Kristallitgröße

z ....................................maximale Erzeugungstiefe

Z .........................................................Ordnungszahl

8 Abkürzungsverzeichnis

AAS Atom-Absorptions-Spektroskopie

AES Auger-Elektron-Spektroskopie

BX gebundenes Exziton (engl.: bound exciton)

CSVT engl.: close-spaced vapour transport

CVD chemischer Gasphasentransport (engl.: chemical vapour transport)

DA Donator-Akzeptor-Paar

DAP Donator-Akzeptor-Paarrekombination

EDX Energiedispersive Röntgenemissionsspektroskopie (engl.: energy-dispersive X-ray
spectroscopy)

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

FB Band-Störstellen-Übergang (engl.: free-to-bound-transition)

FWHM Halbwertsbreite (engl.: full width half maximum)

JCPDS Joint Commitee on powder Diffraction Standards

MOCVD metallorganische Gasphasendeposition (engl.: metalorganic vapour-phase deposition)

OED ortsempfindlicher Detektor

PBC periodische Bindungskette (engl.: periodic bond chain)

PL Photolumineszenz

PVD physikalische Gasphasenabscheidung (engl.: physical vapour deposition)

QDA Quasi-Donator-Akzeptor-Rekombination

QE Quantenausbeute (engl.: quantum efficiency)

REM Rasterelektronen-Mikroskopie

SPV Split-Pseudo-Voigt Profil

XPS Röntgenphotoemissions-Spektroskopie (engl.: X-ray photoemission spectroscopy)

XRD Röntgendiffraktometrie (engl.: X-ray diffraction)
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